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低温感应耦合等离子刻蚀机 DRIE

1. 仪器功能

SI 500为研发和生产提供先进的电感耦合等离子体(ICP)工艺设备。它基于

ICP等离子体源 PTSA，动态温度控制的衬底电极，全自动控制的真空系统，使

用远程现场总线技术的先进的 SETECH控制软件和用于操作 SI 500的用户友好

的通用接口。灵活性和模块化是 SI 500主要的设计特点。SI 500 ICP等离子刻蚀

机，可以用于加工各种各样的衬底，从直径高达 200 mm的晶片到装载在载片器

上的零件。单晶片预真空室保证稳定的工艺条件，并且切换工艺非常容易。本平

台的该设备配置的工艺特气有：SF6、C4F8、CHF3、CF4、O2、Ar，主要用于深

硅刻蚀，可用光刻胶、SiO2、SiNx做掩膜，严禁刻蚀用金属做掩膜的样品。
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2. 样品材料要求

标准情况：最大可放置 8寸硅片，可放置 6寸及 4寸硅片。

*非标准情况：需刻蚀小片、碎片，请联系工程师。

3. 设备培训和参考资料

3.1本设备需经过使用资格考核。

3.2考核方法

3.2.1首先在平台网页上自行下载软纳米平台培训报名/记录表，填写好后将扫描

好的电子档发给相应的设备工程师，请观摩一般用户或超级用户(超级用户的名

单可从平台微信群或 QQ群里知悉)使用 3次，请一般用户签名，收集 3个签名

后，即可申请操作考核。

3.2.2联系超级用户预约操作考核时间。(注明：本设备为平台 2级设备)
3.2.3通过操作考核后，请超级用户(考核者)在考核表上签名。

3.2.4递回软纳米平台培训报名/记录表，待使用权限开通。

3.3培训考核周期：一天。

4. 常用术语

4.1 深硅刻蚀 DRIE: Deep Reactive Ion Etching。

4.2 Bosch工艺。

5. 安全事项

5.1 请勿随意移动设备，设备为精密仪器，其他地方不可受力。
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6. 操作步骤

6.1 设备开机

6.1.1 检查气体及 PCW，一般气体和 PCW为常开。



Edited on 2025-7-7 第五版

6.1.2 将灰区开关MAIN SWITCH旋转至 ON, 并按 START按钮至 L1,L2,L3全
亮。

6.1.3 检查 CDA、He、Ar、O2、GN2(普通氮气)阀门是否打开，一般气体为常开。

6.1.4 点击按钮，电脑开机

6.1.5 LIMS登入设备，起算机时。

6.2 软件开机
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*status显示每一步骤的状态，运行每一步骤后必须检查是否已运行结束
（finished或 error），运行一个步骤时不能进行其他操作。运行下一步前必须检
查上一步是否结束。

6.2.1 仪器初始化复位 home position
选择 Handling-Homepositioning，仪器自动打开MPS阀门。

*若 home position的 status不成功 error，可以先进行 6.2.2和 6.2.3，两步都 finished，
且将反应腔抽会真空后，再进行 home position。
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6.2.2 Fine真空

选择 Reactor-Fine vacuum，仪器自动打开MYY阀门，开启机械泵抽真空，若

步骤运行结束会提示 finish。

6.2.3 High真空

上一步结束后，选择 Reactor-High vacuum，仪器自动打开 PTM、MPE阀门，

进行分子泵抽真空，若分子泵满转会提示 finished。
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此时需检查分子泵的转速，点击面板 STATUS按钮可查看分子泵的实时转速，

点击 high vacuum分子泵开始工作，当达到 39000转速的时候，分子泵进入工作

状态，可进行下一步工艺。

注：关机时需等待分子泵转速为零，大约 10~20 min，才可以退出软件，关闭电

源。

6.2.4 放样

打开送样腔透明盖子前，需确认送样腔是否为大气压，MSK为大气压。若不是

大气压，则需要 Handling-Load lock-Evacuate，将送样腔 vent至大气压。

*切勿用蛮力开关送样腔的透明盖子，开关盖子前需检查送样腔的压强。
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对于 4寸片子则可以借助 4寸托盘。首先将片子放在金属托盘上，然后用白色的

石英盖板盖上（盖板很贵，轻拿轻放），最后放到传送舱内即可。

*刻蚀小样、碎样，需将小样、碎样用光刻胶 SPR220-7固定到四寸硅片或二氧

化硅垫片上后，再按上一步操作，具体操作请联系工程师，严禁用除光刻胶之外

的其他材料来固定样品。

6寸片子直接放到金属托盘上

8寸片子无需托盘，直接放到送样腔里

*样品刻蚀前建议光刻胶后烘，建议温度及时长：(1) 70℃，3h；(2) 90℃，1h，
可根据自己的样品选择(1)或(2), 可自由选择
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6.3 Chiller模式

设备有 LN2和 chiller两个模式，默认为 Chiller模式

6.3.1 默认 chiller模式(灰色)，Current State：Cooling Chiller。

6.3.2 打开绿色 chiller键，nominal框处设置温度 enter回车确认并等待温度。
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6.3.3 默认并等待 chiler温度到-10℃，可自行 nominal框处设置温度，enter回车

确认。

6.3.4 放样，传样，选择 Handling-Wafer-Insert wafer.（*若 recipe里面确认有

insert wafer，可不用先自行放入样品）

6.3.5 Load recipe, 点击蓝色三角图标.
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6.3.6 选择 recipe
RE1：刻蚀 SiO2的 recipe，old文件夹里面.

RE1.1. 选择绿色三角按钮，运行 recipe.

RE1.2. 输入刻蚀时间.
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RE2：Bosch工艺

RE2.1. 选择 Bosch recipe，选择自己需要的程序，下图所示的 recipe在 old文件

夹里面。

RE2.2.点击绿色运行按钮，运行 recipe
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RE2.3.点击 PROMPT OF CYCLES,出现 input recipe variable 对话框，输入循环次

数，点击 ok

6.3.7. recipe运行结束后，样品自动传至装载样品腔体.

6.3.8. 样品腔放真空，选择 Handling-Load lock-Evacuate，取样.
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6.3.9取完样品后，放入 6寸样品托，然后运行清理腔体的程序，recipe在 new-yyz
文件夹里面，提示是否 lode recipe点击 yes，点绿色三角运行 recipe键，然后输

入 process time 1200 s。每次刻蚀完必须清理腔体。整个清理腔体程序约 20 min。

6.4 软件关机

6.4.1点击 Reactor-Switch off，等待分子泵转速为零（约 10~20 min）

6.4.2关软件，关电脑，关总电源（将下方MAIN SWITCH向左转动至 OFF）
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6.4.3在实验记录本上记录实验时间，模式，实验用户等相关信息。

7.1附录

7.1.1反应腔体观察窗，直视近距离观察需带护目镜
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